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@ Verfahren zum Herstellen eines elektronischen Bauelements 

(57) Verfahren zum Herstellen von mindestens einem elektro- 
nischen Bauelement, bei dem mindestens eine elektronische 

V rrichtung auf etner vorgefertigten Tragerplatte bafestigt 
und mit einer Umhuliung versehen wird. Dabei wird eine ein 
lichthartbares Material aufweisende Schicht auf die Trager- 
platte und auf die freie Oberflache der elektronischen 

V rrichtung aufgebracht. Oanach wird durch partielies Be- 
strahlen der Schicht mit elektromagnetischer Strahlung ein 
als Umhuliung vorgesehener Teiibereich der Schicht gehar- 
tet und anschlie&end wird ein nicht geharteter Teiibereich 
d r Schicht entfernt. 
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Beschreibung 

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zum 
Herstellen von mindestens einem elektronischen Bau- 
element, bei dem mindestens eine elektronische Vor- 5 
richtung auf einer vorgef ertigten Tragerplatte bef estigt 
und mit einer Umhullung versehen wird 

Bislang werden beispielsweise Halbieiterbauelement 
mit Kunststoffumhullung oftmals dadurch hergestellt 
daB ein auf einer Tragerplatte, z. B. auf einer Montage- 10 
flache eines L iterrahmens (Leadframe) aufgebrachter 
Halbleiterchip in eine SpritzguBform gegeben und mit 
einer Kunststoffmasse umgossen oder umspritzt wird. 
Die Kunststoffmasse wird nachfolgend thermisch ge- 
hartet Ein derartiges Verfahren ist beispielsweise in der 15 
deutschen Offenlegungsschrift DE33 20 700A1 be- 
schrieben. 

Weiterhin sind sogenannte PCB(Printed Circuit Bo- 
ard)- LEDs bekannt, die nach folgendem Verfahren her- 
gestellt werden: Zunachst werden auf einer mit elektri- 20 
schen Leiterbahnen versehenen Leiterplatte eine Mehr- 
zahl von Leuchtdiodenchips befestigt und deren elektri- 
sche Anschliisse mit den elektrisctien Leiterbahnen ver- . 
bundeit AJs nichster Schritt wird auf die Leiterplatte 
eine VerguB-Schablone aus einem Gummimaterial oder 25 
aus Polyethylen aufgebracht, die derart gestaltet ist, daB . 
sie Zwischenraume zwischen den Leuchtdiodenchips . 
abdeckt urid.daB die Leucht&odenchips in Ausspanin- 
gen der Schablone zu liegen kqmmen. Die Aussparun- *. 
gen werden nachfolgend niit GieBharz gefullt, das ian T .30 
schlieBend thermisch gehartet wird Nach dem Abzie-/ . 
hen der VerguBschablone yon der Leiterplatte wird die- 
se zersagt, so daB einzelne PCB-LED-Bauelemente ent-. 
stehea : - 

Die bberi beschriebenen Verfahren haben den beson- 35 
deren Nachteil, daBw&rirend des thermischeri Harte- . 
prozesseS die Hdbleiterchips sowohl thermisch als aiich 
mechariisch (Verspannungen aufgrund unterschiedli-; 
cher thermischer Aiisdehnurigskoeffiziieriten) beiastet. 
werden! AuBerdem sind beide Yerf^ren tfechnisch sehif 40 
aufwenciig. r " ; ^ '. ri 

Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, eiri Verfati- 
ren dei* eingangs geniannten Art zu entWickeln, bei deh\ ' 
die elektronische; Vorrichtung moglichst geringen ther- _ [ 
mischfcn. und mechanischen; Beiastuhgen ;ausge$etzt 45= 
wird und da^ technisch einfach di^chjfu^ 

Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren', mit jden 7 
Merkmalen des AnSproches'l gelost Bevorzugte AuV 
fuhrurigsformen und Weiterbildungen des erfmdiirigs-. 
gemaBe'n Verfahrens sind Gegenstahd der Unteran^ 50 
spruche2bis& ' : ' - - 

ErfindungsgemaB ist ein Verfahren vorgesehen, bei 
dem nach dem Herstellen der Tragerplatte und *nabh-~ : 
dem Befestigen der elektronischen Vorrichtung. auf der r 
Tragerplatte auf diese und auf die freie Oberflache der 55 
elektronischen Vorrichtung eine ein lichthartbares Ma : \ 
terial aufweisende Schicht aufgebracht wird NaAfbU: .. 
gend wird mittels partiellem Bestrahlen der Sbhicht niit ' 
elektromagnetischer Strahlung, z. B. Infrarotstraiilung, 
ultraviolette Strahlung, sichtbares Licht uswi, ein ais' ab 
Umhullung vorgesehener Teilbereich "der Schicht ge- 
hartet Der nichtgehartete Teilbereich der Schicht wird 
danach z. B. mittels eines geeigneten Losungsmittels 
entfernt Als freie Oberflache der elektroniscHeri' Vor T 
richtung ist der Teil der Oberflache zu verstehen, der 65 
auf keinem Bestandteil der Tragerplatte aufliegt oder 
von irgendeinem anderen Medium abgedeckt ist 

Bei einer bevorzugten Ausfuhrungsform des erfhv 



dungsgemaBen Verfahrens wird die elektronische Vor- 
richtung auf einer aus elektrisch isolierendem Material 
bestehenden Tragerplatte befestigt, die mindestens eine 
erste und mindestens eine zw ite elektrische AnschluB- 
bahn aufweist Ein erster und ein zweiter lektrisch r 
AnschluB der elektronischen Vorrichtung wird mit die- 
sen AnschluBbahnen elektrisch leitend verbunden. Da- 
nach wird nur diejenige Seite der Tragerplatte, auf wel- 
cher die elektronische Vorrichtung befestigt ist und die 
gesamte freie Oberflache des Halbleiterkdrpers mit der 
einen iichthartbar n Kunststoff aufweisenden Schicht 
versehen.. Diese Schicht wird nachfolgend nur im Be- 
reich der elektronischen Vorrichtung mittels der elek- 
tromagnetischen Strahlung gehartet Zuletzt wird der 
nicht gehartete Teilbereich der Schicht von der Trager- 
platte entfernt 

Besonders vorteilhaft laBt sich das erfindungsgemaBe 
Verfahren zur Herstellung von sogenannten PCB-LEDs 
einsetzeit Hierbei wird beispielsweise eine Anzahl von 
Licht aussendenden Halbleiterkorpern, z. B. Leuchtdio- 
denchips oder Laserdiodenchips, mit je mindestens ei- 
nem Ruckseitenkontakt und je mindestens einem Vor- 
derseitenkontakt; mittels eines jeweils zwischen dem 
Ruckseitenkontakt und der zugehorigen ersten elektri- 
schen AnschluBbahn angeordneten elpktrisch leitenden 
Verbindungsmittels auf der Tragerplatte befestigt Die 
Vorderseitenkontakte werden nachfolgend jeweils mit- 
tels eines t Bonddrahtes mit der zughorigen zweiten. An- 
schluBbahn elektrisch leitend yerburideii, bevor auiF die 
mit den Halbleiterkorperh versehene . Seite der Trager- 
platte einschlieBlich der.freien Oberflachen der Halblei- 
terkorper die den lichthartbaren Kunststoff aufweisen- 
de Schicht aufgebracht wird Diese Schicht ist fur das 
von den Halbleiterkorpern ausgesandte . Licht zumin- 
dest teildiirchlassig und wird ini B'ereich der Halbleiter- 
korper 'mittels elektromagnetischer Strahlung partieil 
gehartet, so daB zumindiest jeweils die gesamte freie 
Oberflache .'der Halbleiterkorper : einschlieBlich B6hd- 
draht von einer geharteten KLunststpf f schicht bedeckt 
ist Diese gehartete Kunststoff schicht stellt die Umhul- 
lung fur die Halbleiterkorper dar und bildet iusamrhen 
mit der Trag;erplatte fQr diese. jeweils ein Gehause aus. 
Ein zwischen deri Halbleiterkorpern verbliefeener nicht 
geharteter Teil der Schicht wird anschlieBend, z. B. mit- 
tels eines losungsmittels, vpllstandig von der Trager- 
platte entfernt Als letzter Schritt wird die Tragerplatte 
entlang von zwischen den Halbleiterkorpern liegenden 
Trennlinien durchtrennt, derart, daB einzelne Leucht- 
diodenbauelemente entstehen* *' 
* Die Erfindung . wird im weiteren anhand von zwei 
AusfiUirungsbeispielen in Verbindung mit den Fig. 1 
und2n^ererlautertEszeigen: ' 

Fig. 1 eine schematische Darstellung des Ablaufes ei- 
nes ersteh Ausfuhrungsbeispieles des erfindiingsgema- 
Ben Verfahrens und '. 

Fig. 2 eirie schematische Darstellung des Ablaufes ei- 
nes zweiten Ausfuhrungsbeispieles 'des erfindungsge- 
maBen Verfahrens. .... 

In deih Figuren sind gleiche und gleichwirkende Be- 
\ standteile jeweils mit denselben Bezugszeichen vers - 
hen. 

Bei dem in Fig. 1 dargestellten Verfahrensablauf wird 
zunachst auf einer Tragerplatte 2, auf der eine erste 7 
.und eine zweite . elektrische AnschluBbahn 8 aufge- 
bracht ist, eine elektronische Vorrichtung 1, beispiels- 
weise ein Leuchtdiodenchip oder ein IC-Chip, mittels 
eines Verbindungsmittels (KJebstoff o. a.) befestigt Die 
el ktronische Vorrichtung 1 weist einen ersten 9 und 
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einen zweiten Kontakt 10 auf, die mittels Bonddrahten . und 13 im Bereich der Leuchtdiodenchips 1 gehartet Ein 
14 mit den elektrischen. AnschluBbahnen 7, 8 elektrisch nichtgeharteter Teilbereich 16 der Schicht 4 wird, wie 
leitend verbunden werden. Danach wird auf die Trager- durcfi die .mit dem Bezugszeichen 15 versehenen Pfeile 
plane 2, auf die erste 7 und die zweite elektrische An-:. von Teilbild C der Fig. 2 angedeutet, beispielsweise mit- 
schluBbahn 8 und auf die freie Oberflache 5 der elektro- 5 tels eines Losungsmittels von der Tragerplatte entfernt, 
nischen Vorrichtung 1 einschlieBlich der Bonddrahte 14 bevor diese entlang von TrennHnieri 17 durchtrennt 
eine einen lichthartbaren Kunststoff aufweisende wird. Dadurch entstehen voneinander getrennte soge- 
Schicht 4 aufgebracht Nach diesen Schritten liegt das in nannte PCB-LEDs, wie sie in Teilbild D von Fig. 2 sche- 
Teilbild A von Fig. 1 im Schnitt dargestellte Zwischen- matisch dargestellt sind. Hierbei bildet jeweils eine aus 
produktvor. 10 gehartetem Kunststoff bestehende Umhullung 3 zusam- 

Im AnschluB an die oben angegebenen • Verfahrens- men mit einem Teilstuck der Tragerplatte 2 ein Gehause 
schritte wird, wie in Teilbild B schematisch dargestellt, fur den Leuchtdiodenchip aus. 

mittels partiellem Bestrahlen 6 mit elektromagnetischer Fur die Schicht 4 konnen vorteilhafterweise her- 

Strahlung, z. B. Laserstrahlung, ein Teilbereich der kommliche lichthartbare Kunststoffe, wie z. B. Epoxid- 
Schicht 4 gehartet GemaB Teilbild B von Fig. 1 ist dies 15 harz, Polyimid oder Polyacrylat, verwendet werden. Die 
beispielsweise nur ein zwischen den beiden strichpunk- Schicht 4 kann beispielsweise mittels Eintauchen der 
tierten Begrenzungsiinien I und II liegender Teilbereich Tragerplatte 2 mit den elektronischen Vorrichtungen 
der Schicht 4. nach unten (up side down) in den lichthartbaren Kunst- 

Bei einem nachfolgenden Verfahrensschritt (man ver- stoff aufgebracht werden. Der lichthartbare Kunststoff 
gleiche Teilbild C von Fig. 1) werden zwischen den elek- 20 kann mittels Licht entweder partiell vollstandig ausge- 
trischen Vorrichtungen 1 iiegende hicht gehartete Teil- t hartet oder riur angehartet werden. Im zweiten Fall wird 
bereiche 16 der Schicht 4 beispielsweise mittels eines ' der Kunststoff thermisch nachgefiartet ] 
geeigneten Losungsmittels vollstihdig von der Trager- ' Besonders J vorteilhaftgestahet sich das erfmdungsge- 
platte entfernt. Dieser Vorgang ist diirch' die mit dem rnaBe Verf ahren, wenn die Schicht 4 nach denrEiiitau- 
Bezugszeichen 15 versehenen Pfeile angedeutet : ' 1 25T chen der Tragerplatte 2 iiiklusive elektronische Vprrich- 

Wie iaus Teilbild D ersichtlich, liegt nach Durchfuh : 1 ' tungeri iii'den lichth^ 
rung der oben beschriebenen Verfahreiisschritte ein von uriteiriiei^ 
eiektronisches Bauelement yor, bei dem die elektrphi : mit einem j^e^ 

sche Vorrichtung 1" auf einer vbrgefertigten Tragerplat- [ Ein besoricierer Vorteil des erfrndungsgemiBeh Ver- 
te 2 befestigtund mit- einer aus gehartetem Kunststoff 30 . fahrens r besteht darin, da£ J die Schicht 4 zl jE mittels 
bestehendeh UrnhiiUung 3 versehen ist Die Tragerplat- ' 'eines Lasers beliebig struktunert^eh^etWerdto kaiui/ 
te 2 bildet somit ^usammen jmit def Umhullung 3 ein Die Hersteliung yon komplizierteri GuBformen ist da- : 
Gehause fur die elektronische Vomchtiing 1 aus./ : her nicht no twendig. ".":r 

Bei deni in Fig. 2 ^ schematisch dargeStelltert Ablauf . Bei der Verwendung de§ erfindung^gemaBen Verfah : 
eines zweiten Ausfuhrung$beispi^les de>Verfindiingsge-; '35 rens zum Herstellen vpn Licht ennutjiferenden elektroni- 
maBen Vjertahren4,wird auf ^eihef. aus einem elektrisch schen Baueleriienten kan£i yort^U^tenvei?e das licht- 
isoliererideii i^atenai \,bes\'e&e^deh.Tr3§eiplat.fe 2 t % &'V- \>h^tbare Material mit einem 
ein PCB.J(feinted' Circuit Board^ 2un&chst r eine Mehr- J tpff vefsetzt ^'ein. D 

zahl von ersten 7 und zweiten -elektrisclien AnschluB- ' - ' atsorbieff : 'einen : Teifder vbn einer Strahluiig emittie-^ 
bahnen 8lhergesteUt Dies kann beispielsweise durca../^ "r r enden elektronischen Vorrich'tung ausgesandten StraK-^ 
Aufsputtern odlrr^Aufd^ . 'jiing un f d :: eniittiert .^ahlung mit einer gegepuber cier 

elektrischen *i^c^uB.^^en J* w4 jeweiU* eine; elek-". , ^sorbj^ijen ..Strahlu^g; g^d^rten:'Wenei^aiige. Der 
tronische. Vortchtung l. in diesemTall ein Leucht<iip- * > £uminesz^^ko^yef si^ ein 
denchip, aufgebracht Jeder dieser Leucht^pdenchips- * 6r^Mi$c^erXt^n§?^ 
besitzt einen Ruckseitenlcontakt 1 1, ;c£er ; mi^tels^ eines ; .45 ^meszehzfarbs?off ? pd^ 

elektrisch leitenden yeroi^diiin^snMttejis'13 (zl K m^talli- Nvie bdspiel^'6^ <em '^holsfehbr, ^ein.' Auf difese Weise 
sches Lot, elekmsch ; lek^ mit der,. . lassen slc^ £,p/i^t^K grun ieuchten- 

jeweils zugehdrigen ersten elektrischen. AnsclUul^b^hn \- . 4. en l^^fe^^d^ciups.g^ ejnfaqh mischfarbiges Licht^ 

7 verbunden wird. . 7 '". V w ^' \ emittiere^ Licht emittierehjde J 

Der Vorderseitenkpritaktl2 wird jeweils mitfels;eiri;es 50 elektronische Bauelemente hers teDen. ' . ! ./. 
Bonddrahtes 14 mit der jeweU^ zugehdn^ , t rw > A . SA „ , - : U J 'WW'} 

elektrischen AnscWuflbahn 8 eiel^s^ W/'r V W. W :i$o - ^ 

den. Auf die die ersten 7 und, zweiten elektrischen 'An- \ ^ '-W-'W .*V- " ' W-W-' W W , f - ^ ^ 
schluBbahnen '8 und die elektrdniischen Yorndituiigeftf. 1 . 1 Elektrpn^ch^Vo W ■ - 1 '"• ■ ■ . ;'. 

aufweisende Seite der Tragerplatte 2 und auf i ^diefreien 55 ^TrM^rfll^tte;;;' 7 .. " /'^"^"V V*,... iXZ-^ \ . 
Oberflachen 5 der LeuchtdibdencWp/^r^ n^ . "... 'V .. v . ! ■] \, r W fA 

eineSchicht 4 aufgebracht, die aus einem lichtdurbhlas- , 4 lichthartbaren )Cunste ."l 
sigen lichthartbaren Kunststoff besteht Die Schichtdik-'" " 5 OberHache;; Wz..' "\ \W . 

ke der Schicht 4 ist so gewahlt, daB die Leuchtdioden- ; 6 PmieUes. Bestrahlen : s : ' ... 

chips einschliefilich* der Bonddrahte 14 vollstandig mit eo 7. erste ele^^che'Ans*clUuBba 
dem Kunststoff bedeckt sind Eine Draufsicht eines Aus- 8 zweiWelektnsche >^schluBb'a3in ; ''.11' 
schnittes einer derart hergestellten Tragerplatte 2 mit; ; 9 erst^r elektrischer Kontakt 
elektrischen AnschluBbahnen 7, 8, Leuchtdiodenchips V 10 zweiter elektrischer Kontakt, 
und Schicht 4 ist in Teilbild A von Fig. 2 dargestellt 11 Unterseitetikbritakt 

Wie in Teilbild B von Fig. 2 angedeutet, wird in einem 65 12 Oberseitenkpntakt 
nachfolgenden Verfahrensschritt die Schicht 4 mittels 13 Verbindungsmittel k 
Bestrahlen 6 mit elektromagnetischer Strahlung jeweils 14Bonddraht . 

nur zwischen den strichpunktierten Begrenzungsiinien I 15 Entfern^n eines nicht geharteten Teilbereiches 



<DE_1 9640006 A 1 _l_> 



16 nicht geharteter Teilbereich 

17Trennlinien 

I, II Begrenzungslinien 

Patentanspruche 5 

1. Verfahren zum Herstellen von mindestens einem 
elektronischen Bauelernent, bei dem mindestens ei- 
ne elektronische Vorrichtung (1) auf einer vorge- 
fertigten Tragerplatte (2) befestigt und mit in r 10 
Umhuliung (3) versehen wird, gekennz ichnet 
dorch die Verfahrensschritte: 

— Aufbringen einer ein lichthartbares Materi- 
al aufweisenden Schicht (4) auf die Tragerplat- 
te (2) und auf die freie Oberflache (5) der elek- 15 
tronischen Vorrichtung (IX 

— Partielles Bestrahlen (6) der Schicht (4) mit 
elektromagnetischer Strahlung, so daB ein als 
Umhuliung (3) vorgesehener Teilbereich der 
Schicht (4) gehartet wird, und 20 

— Entfernen (15) eines nicht geharteten Teil- 
bereiches (16) der Schicht (4). 

Z Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, 

— daB die Tragerplatte (2) aus elektrisch iso- 25 
Lierendem Material besteht und mindestens ei- 
ne erste (7) und mindestens eine zweite elektri- 
sche AnschluBbahn (8) aufweist, mit denen 
mindestens ein erster (9) und mindestens ein 
zwexter elektrischer Kontakt (10) der elektro- 30 
nischen Vorrichtung (1) elektrisch leitend ver- 
bunden werden, 

-r daB nur diejenige Seite der Tragerplatte (2), 
auf welcher die elektronische Vorrichtung (1) 
befestigt ist, und die gesamte freie Oberflache 35 
(5) des Halbleiterkorpers (1) mit der Schicht (4) 
versehen wird, 

— daB nur ein die elektronische Vorrichtung 
(1) abdeckender Teilbereich der Schicht (4) 
mittels der eiektromagnetischen Strahlung ge- 40 
hartetwird. 

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die elektronische Vorrichtung (1) eine 
Strahlung aussendende aktive Zone aufweist und 
daB die Umhuliung (3) fur eine von der aktiven 45 
Zone ausgesandte Strahlung zumindest teildurch- 
lassig ist. 

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Umhuliung (3) einen Lumines- 
zenzkonversionsstoff aufweist, der einen Teil der 50 
von der elektronischen Vorrichtung (1) ausgesand- 
ten Strahlung absorbiert und Strahlung mit einer 
gegenQber der absorbierten Strahlung geanderten 
Wellenlange emittiert 

5. Verwendung des Verfahrens nach Anspruch 3 55 
oder 4 zum Herstellen von mindestens zwei 
Leuchtdiodenbauelementen, wobei bei jedem 
Leuchtdiodenbauelement als elektronische Vor- 
richtung (1) mindestens je ein Leuchtdiodenchip 
vorgesehen ist, der mindestens einen Ruckseiten- 60 
kontakt (11) und mindestens einen Vorderseiten- 
kontakt (12) aufweist, dadurch gekennzeichnet, — 
daB jeder Leuchtdiodenchip mittels eines zwischen 
dem Ruckseitenkontakt (11) und der ersten elektri- 
schen AnschluBbahn (7) angeordneten elektrisch 65 
leitenden Verbindungsmittels (13) auf der Trager- 
platte (2) befestigt wird, 

— daB der jeweilige Vorderseitenkontakt (12) 



mittels eines Bonddrahtes (14) mit der zugeho- 
rigen zweiten AnschluBbahn (8) elektrisch lei- 
tend verbunden wird, 

— daB die Schicht (4) auf die mit den Leucht- 
diodenchips versehene Seitenflache der Tra- 
gerplatte (2) und auf die freien Oberflachen (5) 
der Leuchtdiodenchips aufgebracht wird und 
aus einem lichtdurchlassigen lichthartbaren 
Kunststoff besteht, 

— daB die Schicht (4) jeweils nur im Bereich 
des Leuchtdiodenchips mitt Is elektromagne- 
tischer Strahlung gehartet wird, derart, daB je- 
weils die gesamte freie Oberflache (5) des 
Leuchtdiodenchips einschlieBIich Bonddraht 
(14) mit gehartetem Kunststoff bedeckt ist, 

— daB ein zwischen den Leuchtdiodenchips 
verbliebener nicht geharteter Teil der Schicht 
(4) voilstandig von der Tragerplatte (2) ent- 
fernt wird und 

— daB die Tragerplatte (2) entlang mindestens 
einer zwischen den Halbleiterkorpern (1) lie- 
genden Trennlinie (17) durchtrennt wird, der- 
art, daB einzelne Leuchtdiodenbauelemente 
erzeugtwerden. 

6. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Tragerplatte (2) 
eine gedruckte Leiterplatte ist. 

7. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Schicht (4) mittels 
Laserstrahlung partiell gehartet wird. 

8. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, daB nach dem Entfernen 
des nicht geharteten Teiles (16) der Schicht (4) die 
gehartete Kunststoffumhullung (3) thermisch nach- 
gehartetwird. 
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